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Si-npn-Darlingtontransistor fiir elektronische Ziindsysteme -

GroBtmalB 26 Grof3tmal3

10,940,225 GroBtman 33

MaBe in mm und AnschluBlbelegung

Masse ca., 22 g U m
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Kollektor am Gehduse

|
GroBtmaB 40
GroBtmars 21

’ . i

#4302 GroBtmal3 23

“Grenzwerte, gililtig fiir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis=-Spannung UCBO 450 V

IE=O

Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
W 25%
: c \
Sperrschichttemperatur

Betrie‘bstemperatur




Kennwerte, be119g = 2500

Kollektor-Emitter-Reststrom I

Upgg = =2 V, Uyp = 450 V
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung

IC = 0,1 A
Kollektor~Emitter-Sgittigungs=-
spannung

Io =74, Iz =0,14 4
Basis-Emitter-Sdttigungsspannung
Io=T4, I5=0,144 UBEsat

DurchlaBspannung der Freilaufdiode

IFM =74 UFM

CEX

U(BR)CEO

UCEsat

max

1,0 mA

1,8 V

2,5V

BE-Nr. SU 111: 137 82 82 109 111119

Die vorliegenden Datenblatter dienen

ausschlieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-

lichkeiten oder Produktionsverbind-

lichkeiten abgeleitet werden.
nderungen im Sinne des techni-

schen Fortschritts sind vorbehalten.
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